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１２Ｇｂｉｔ／ｓ用于光纤传输系统的 ＧａＡｓＨＢＴ限幅放大器
刘欢艳 王志功 王 蓉 冯 军 熊明珍

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘 要 用２μｍＧａＡｓＨＢＴ工艺实现了１２Ｇｂｉｔ／ｓ用于光纤传输系统的限幅放大器．整个系统包括
一级输入缓冲、三级放大、一级用于驱动５０Ω传输线的输出缓冲和失调电压补偿回路４个部分．采
用双电源供电，正电源为２Ｖ，负电源为－２Ｖ，功耗为２８０ｍＷ．小信号增益大于４６ｄＢ，输入信号比特
率为１２Ｇｂｉｔ／ｓ时，在输出电压幅度保持恒定（单端峰峰值４００ｍＶ）的条件下，输入动态范围约为４０
ｄＢ，眼图性能良好．芯片面积为１１５ｍｍ×０７ｍｍ．
关键词 光接收机；限幅放大器；ＧａＡｓＨＢＴ工艺
中图分类号 ＴＮ４９２
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